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요약

본 발명은 액정표시패널에 관한 것으로, 특히 화소의 좌우 가장자리에 발생하는 기생용량을 동일하게 한 고개구율을 

갖는 액정표시패널에 관한 것이다. 상기 액정표시패널을 구현하기 위해, 본 발명은 종횡으로 배열되어 복수개의 화소

영역을 형성하는 게이트배선 및 데이터배선; 상기 게이트배선과 데이터배선의 교차점에 형성되는 복수개의 스위칭소

자; 및 상기 화소영역에 형성되어 상기 스위칭소자에 접속되며, 해당 화소영역의 데이터배선과 인접 화소영역의 데이

터배선에 의해 발생되는 기생용량이 같도록 상기 데이터배선과 일부분 오버랩되는 화소전극을 포함하는 액정표시패

널을 제공한다.

대표도

도 4a

색인어

기생용량, 오버랩, 고개구율

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정표시패널의 일부를 도시한 평면도.

도 2는 종래의 고개구율 액정표시패널의 일부를 도시한 평면도.

도 3a 및 도 3b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시패널의 일부를 도시한 평면도.
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도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시패널의 일부를 도시한 평면도.

도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시패널의 일부를 도시한 평면도.

도 6은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 액정표시패널의 일부를 도시한 평면도.

*** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ***

105,305: 박막트랜지스터 110,310: 게이트배선

115,215,315,415: 데이터배선 120,320: 화소전극

125,525: 축적용량전극 130,330: 소스전극

140,340: 드레인전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시패널에 관한 것으로, 특히 화소의 좌우 가장자리에 발생하는 기생용량을 동일하게 한 고개구율을 

갖는 액정표시패널에 관한 것이다.

현재 평판디스플레이(Flat Panel Display)의 주력제품인 액정표시소자(TFT-LCD)의 본격적인 양산은 1990년대 초

에 이르러 비로소 시작되었다. 최근의 정보화 사회에서 디스플레이는 시각정보 전달매체로서 그 중요성이 더 한층 강

조되고 있다. 특히 모든 전자 제품의 경, 박, 단, 소 추세에 따라 저소비전력화, 박형화, 경량화, 고화질, 휴대성의 중요

성이 더 한층 높아지고 있다. 액정표시소자는 평판디스플레이의 이러한 조건들을 만족시킬 수 있는 성능뿐만 아니라 

양산성까지 갖춘 디스플레이 장치이기 때문에 이를 이용한 각종 신제품 창출이 급속도로 이루어지고 있으며 기존의 

CRT(cathode ray tube)를 점진적으로 대체할 수 있는 핵심부품 산업으로서 전자 산업에서 반도체 이상의 파급효과

를 가져오고 있다.

액정표시소자의 동작을 살펴보면, 스위칭소자에 의해 임의의 화소가 스위칭 되면 상기 화소는 광원의 빛을 투과시킨

다. 상기 스위칭소자는 반도체층을 비정질 실리콘으로 형성한 박막트랜지스터(Thin-Film-Transistor; TFT)가 주류

를 이루고 있다.

도 1은 액정표시패널의 일부를 도시하고 있는 평면도이다.

각 화소는 도시된 바와 같이, 게이트배선(gate line; 110)과 데이터배선(data line; 120)이 교차하여 정의되는 화소영

역에 형성된 화소전극(120)으로 구성되어 있다. 상기 게이트배선(110)과 데이터배선(120)의 교차점에는 박막트랜지

스터(105)가 설치되어 있다. 데이터배선(120)의 일부가 박막트랜지스터(105)의 소스(source)전극(130)을 구성하여 

박막트랜지스터(105)에 데이터 전압을 인가하고 상기 게이트배선(110)에 인가된 게이트전압에 의해 박막트랜지스터

(105)가 턴온(turn-on)되면 드레인(drain)전극(140)에 의해 화소전극(120)에 전압을 인가하게 된다.

화소영역에는 화소전압 유지를 위한 축적용량전극(125)이 상기 게이트배선(110)과 평행하게 설치되어 있다. 근래에

는 상기 축적용량전극이 게이트배선(110) 상에 형성되는 방식이 사용되기도 한다. 데이터배선(115)과 화소전극(120)

사이에는 절연막(미도시)이 존재한다.

도 1에 도시된 박막트랜지스터(105), 데이터배선(115), 축적용량전극(125) 등은 불투명 금속으로 형성되어 있어 박

막트랜지스터-어레이(TFT-Array)에서 백라이트(back light)에 의한 광 투과에 장애가 되어 개구율(aperture ratio)

이 저하되는 문제가 있었다.

따라서, 개구율을 최대화하기 위한 방안으로서 화소전극(120)을 확장하고, 화소전극(120)과 오버랩(overlap)되는 부

분의 블랙매트릭스(black matrix)를 제거해서 개구율을 향상시킨 액정표시패널이 제시되었다.
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이하, 설명되는 도면에서 편의상 공통된 부분에 대해서는 공통된 참조번호를 사용한다.

도 2는 종래의 고개구율 액정표시패널의 한 화소에 대한 평면도를 나타낸 것으로 열 방향으로 n번째 데이터배선(115

)과 n+1번째 데이터배선(215)이 위치하고 있다. 상기 n번째 데이터배선(115)의 일부가 돌출되어 박막트랜지스터(10

5)의 소스전극(130)을 구성하고 있다. 행방향으로는 게이트 배선(110)이 형성되어 있다. 상기 도면에 축적용량전극은

도시되지 않았다.

그리고, 고개구율 액정표시패널은 개구율을 향상시키기 위하여 상기 데이터 배선(115, 215)과 상기 화소전극(120)이

일부 오버랩되도록 형성되어 있다. 즉, 도 2의 빗금친 영역이 상기 데이터배선(115, 215)과 상기 화소전극(120)이 오

버랩된 부분이다. 화소전극(120)이 화소영역 전체를 커버함에 따라 개구율이 향상되는 효과가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래의 고개구율 액정표시패널은 데이터배선(115, 215)과 화소전극(120)이 오버랩됨에 따라 데이터배선(11

5, 215)과 화소전극(120) 사이에 기생용량(C dp )이 발생하게 되는 문제가 있었다.

도 2에 도시된 바와 같이 화소전극(120)이 스위칭소자(105) 상부에는 형성되지 않으므로 화소전극(120)이 n번째 데

이터배선(115)과 오버랩되는 면적 S 1 이 n+1번째 데이터배선(215)과 오버랩되는 면적 S 2 가 동일하지 않았다.

즉, 종래의 고개구율 액정표시소자는, 화소전극(120)을 데이터배선(115,215)쪽으로 확장하여 개구율을 개선시켰지

만 화소 좌우측의 데이터배선과 화소전극이 오버랩되는 면적이 달라 화소 좌우측에서 기생용량의 차이가 발생하여 

전압차가 발생하였다.

상기 기생용량으로 인해 화소의 온/오프시 화소의 가장자리로 빛이 새는 현상이 발생하는 문제점이 있었다.

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 화소의 좌우측에서 발생하는 기생용

량을 동일하게 하는 방안을 제시하여 화소의 온/오프(on/off)시에 발생하는 화질 저하를 개선하고자 한다.

또한 본 발명은 상기 방안을 종래의 제조공정을 크게 변화시키지 않는 범위에서 실시하여 공정을 복잡화하지 않고, 

많은 추가비용을 들이지 않는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 종횡으로 배열되어 복수개의 화소영역을 형성하는 게이트배선 및 데이터

배선; 상기 게이트배선과 데이터배선의 교차점에 형성되는 복수개의 스위칭소자; 및 상기 화소영역에 형성되어 상기 

스위칭소자에 접속되며, 해당 화소영역의 데이터배선과 인접 화소영역의 데이터배선에 의해 발생되는 기생용량이 같

도록 상기 데이터배선과 일부분 오버랩되는 화소전극을 포함하는 액정표시패널을 제공한다.

상기 해당 화소영역의 데이터배선의 일부가 해당 화소영역으로 돌출되어 상기 화소전극과 오버랩되는 영역을 형성하

는 것이 바람직하다.

상기 인접 화소영역의 데이터배선의 일부가 해당 화소영역으로 돌출되어 상 기 화소전극과 오버랩되는 영역을 형성

하는 것이 바람직하다.

상기 화소전극과 상기 데이터배선이 오버랩되는 일부분이 테이퍼 형상인 것이 바람직하다.

상기 해당 화소영역의 데이터배선의 일부가 해당 화소영역으로 돌출되고, 상기 인접 화소영역의 데이터배선과 오버

랩되는 상기 화소전극의 일부분은 테이퍼 형상인 것이 바람직하다.

상기 게이트배선과 평행하게 화소영역을 가로질러 형성된 축적용량전극을 추가로 포함하고, 상기 축적용량전극과 화

소전극 사이에서 축적용량전극 상부로 데이터배선이 돌출된 것이 바람직하다.

상기 스위칭소자는, 상기 게이트배선이 연장되어 형성된 게이트전극; 상기 게이트전극 상부에 형성된 제 1 절연층; 

상기 제 1 절연층 상부에 형성되어 채널 영역을 형성하는 반도체층; 상기 반도체층 상부에 상기 데이터배선이 연장되

어 형성된 소스전극; 상기 반도체층 상부에 상기 소스전극과 일정간격 이격되어 형성된 드레인전극; 상기 소스전극, 

드레인전극 및 반도체층 상부에 형성된, 콘택홀을 구비한 제 2 절연층을 포함하고, 상기 화소전극은 상기 콘택홀을 통
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해 상기 드레인전극과 접촉되는 박막트랜지스터인 것이 바람직하다. 상기 박막트랜지스터가 상기 게이트배선에 인가

되는 게이트전압의 제어에 따라, 상기 데이터 배선의 데이터전압을 액정에 인가하여 액정의 투과율을 조절한다. 따라

서, 각 화소마다 휘도를 조절할 수 있게 된다.

상기 소스전극은, 상기 화소영역으로 연장 형성되어 상기 화소전극과 오버랩 되는 영역을 형성하는 것이 바람직하다.

상기 화소전극은, 상기 소스전극 상부로 연장 형성되어 상기 소스전극과 오버랩되는 영역을 형성하는 것이 바람직하

다.

상술한 바와 같이 본 발명에서는 기생용량을 각각 같게 하기 위하여 상기 데이터배선을 화소영역으로 일부 돌출시키

거나 상기 화소전극을 데이터배선 상부로 연장 형성한다.

상기 기생용량은 다음의 수학식에 의해서 결정된다.

수학식 1

C dp = εS/t

상기 수학식에서 C dp 는 데이터배선과 화소전극간의 기생용량, S는 오버랩된 부분의 면적, t는 제 2 절연층의 두께, 

즉, 오버랩된 데이터배선과 화소전극간의 거리이다.

본 발명의 액정표시패널은 화소의 좌우측에서 화소전극과 데이터배선의 오버랩된 부분의 면적 S 1 과 S 2 를 같게 

함으로써 같은 크기의 기생용량을 갖게 하여 화소 좌우의 전압차를 없애 화질을 향상시키고자 한다.

오버랩된 부분의 면적을 같게 하기 위해서는 종래의 데이터배선이나 화소전극의 구조를 변경하여야 한다.

이하 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

설명의 편의를 위하여 n번째 데이터 배선을 해당 화소영역의 데이터배선, n+1번째 데이터배선을 인접 화소영역의 

데이터배선이라 정의하겠다.

도 3 내지 도 6의 도면은 본 발명에 의한 박막트랜지스터 어레이의 일부를 도시하고 있다. 기본적인 구조는 종래 기술

과 마찬가지로 종횡으로 배열된 게이트배선(310), 데이터배선(315, 415)과 그 교차점에 형성된 박막트랜지스터(305

)와 데이터배선(315, 415)과 오버랩되도록 형성된 화소전극(320)으로 구성된다.

본 발명에 의해 데이터전극의 형태를 변형시키기 전에 데이터전극과 화소전극이 오버랩된 부분의 면적을 S 1 , S 2
라 하고, 데이터전극의 형태를 변형시킨 후에 데이터전극과 화소전극이 오버랩된 부분의 면적을 S 1 ', S 2 '이라 하

겠다.

S 1 및 S 1 '은 n번째 데이터 배선과 화소전극이 오버랩되는 면적이고, S 2 및 S 2 '은 n+1번째 데이터 배선과 화소

전극이 오버랩되는 면적이다. 실제로는 화소영역의 가장자리 전계가 액정의 배열에 미치는 영향을 고려하여 화소전

극을 데이터배선과 오버랩되도록 형성할 때 화소전극이 n번째 및 n+1번째 데이터배선과 오버랩되는 폭(d1, d2)을 

동일하지 않게 형성한다. 따라서, S 1 이 S 2 보다 클수도 있고, S 2 가 S 1 보다 클수도 있다.

도 3a 및 도 3b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 박막트랜지스터 어레이의 일부를 도시하고 있다.

도 3a는 d 1 이 d 2 보다 작기 때문에 S 1 이 S 2 보다 작을 경우의 데이터배선의 패턴을 도시한 것이다. 도시된 바

와 같이 제 1 실시예는 n번째 데이터배선(315), 즉 해당 화소영역의 데이터배선(315)에 설치된 박막트랜지스터의 소

스 전극을 해당 화 소영역으로 연장 형성하여 오버랩 면적을 S1'으로 증가시킨다. A 부분이 오버랩 면적이 증가한 부

분이다. 즉, S 1 ' = S 2 의 관계가 성립한다.

소스 전극이 아니더라도 n번째 데이터배선의 일부를 해당 화소영역으로 돌출시키기만 하면 S 1 을 증가시킬수 있다.

도 3b는 d 1 이 d 2 보다 크기 때문에 S 1 이 S 2 보다 클 경우의 데이터배선(315, 415)의 패턴을 도시하고 있다. n

+1번째 데이터배선(415), 즉 인접 화소영역의 데이터배선(415)을 해당 화소영역으로 돌출되도록 패터닝함으로써 S 
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2 를 증가시켜 S 1 과 같게 한다. B 부분이 오버랩 면적이 증가한 부분이다. 상기 돌출구조를 사용하게 되면 종래에 

비해 n+1번째 데이터배선(415)에서 빗금친 부분만큼 오버랩된 면적이 증가하게 된다. 즉, S 1 = S 2 '의 관계가 성

립한다.

상기 데이터배선(315, 415)의 패턴은 화소전극(320)과 오버랩되는 부분의 면적이 동일하다면 어떠한 형태도 가능하

다.

액정표시소자에 사용되는 배선의 선폭은 고개구율을 위하여 통상적으로 공정을 고려한 최소 선폭으로 설계한다. 그

러나, 상기 제 1 실시예는 오버랩되는 면적을 증가시키기 위해 데이터배선(315, 415)을 해당 화소영역으로 돌출시켰

으므로 종래보다 개구율이 저하되는 단점이 있다.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 박막트랜지스터 어레이의 일부를 도시하고 있다.

개구율 저하를 방지하기 위해 제 2 실시예에서는 돌출된 데이터배선을 사용 하지 않고 화소전극의 패턴을 변경한다.

도 4a는 d 1 이 d 2 보다 작기 때문에 S 1 이 S 2 보다 작을 경우, n번째 데이터배선(315), 즉 해당 화소영역의 데이

터배선(315)과 오버랩되는 화소전극(320)을 연장형성한 구조이다. 도시된 바와 같이 n번째 데이터배선(315)에 설치

되어 있는 박막트랜지스터(305)의 소스 전극(330) 상부에 화소전극(320)을 연장 형성하여 n+1번째 데이터배선(415

)과 오버랩되는 부분의 면적과 동일하게 하였다. S 1 을 증가시켜 S 2 와 일치시킨 것이다. 즉, S 1 ' = S 2 의 관계가

성립한다. 상기 구조를 사용하게 되면 종래에 비해 n번째 데이터배선(315)에서 C 부분만큼 오버랩된 면적이 증가하

게 된다.

도 4b는 d 1 이 d 2 보다 작기 때문에 S 1 이 S 2 보다 작을 경우, n+1번째 데이터배선(415), 즉 인접 화소영역의 데

이터배선(415)과 오버랩되는 화소전극(320)을 테이퍼(taper) 형상으로 패터닝해 오버랩되는 면적을 줄인 구조를 도

시하고 있다. D 부분의 테이퍼 형상을 한 화소전극은 오버랩되는 면적이 감소하므로, S 2 를 감소시켜 S 1 과 일치시

키고 있다. 즉, S 1 = S 2 '의 관계가 성립한다.

상기 데이터배선(315, 415) 상부의 화소전극(320)의 패턴은 화소 좌우의 오버랩된 면적이 동일하기만 하다면 어떠한

형태도 가능하다.

본 발명의 제 3 실시예는 도 5에 도시되어 있다.

도 5는 축적용량전극(525)을 포함한 박막트랜지스터 어레이의 일부를 도시하고 있다.

상기 방식의 경우 축적용량(Cs) 전극(525) 상부에서 데이터배선(315, 415)을 돌출시키는 구조를 사용하더라도 개구

율의 감소를 가져오지 않는다. 따라서, 데이터배선(315, 415)이 축적용량전극(525)과 교차하는 부분에서 데이터배선

(315, 415)을 도시한 바와 같이 축적용량전극(525) 상부로 돌출시킴으로써 화소 좌우의 오버랩되는 부분의 면적이 

동일하도록 조정할 수 있다. 좌우 데이터배선(315, 415)을 게이트배선(310)상에서 모두 돌출시켜 S 1 과 S 2 를 변

화시킴으로써 기생용량의 값을 조절할 수 있다. 상기 돌출구조를 사용하게 되면 종래에 비해 n번째 데이터배선(315),

즉 해당 화소영역의 데이터배선(315)에서 E 부분만큼 오버랩된 면적이 증가하고, n+1번째 데이터배선(415), 즉 인

접 화소영역의 데이터배선(415)에서 E' 부분만큼 오버랩된 면적이 증가하게 된다. 도 5에 도시된 실시예의 경우 d 1
이 d 2 보다 작아 S 1 이 S 2 보다 작으므로 n번째 데이터배선(315)에서 해당 화소영역으로 ℓ 1 의 길이로 돌출된 

부분(500)의 면적이 n+1번째 데이터배선(415)에서 해당 화소영역으로 ℓ 2 의 길이로 돌출된 부분(510)의 면적보다

작다. 즉, 도면에서 ℓ 1 이 ℓ 2 보다 길다. 상기 구조로 인해 제 3 실시예의 경우에는 S 1 ' = S 2 '의 관계가 성립한

다.

본 발명의 제 4 실시예는 도 6에 도시되어 있다.

제 4 실시예는 제 1 실시예와 제 2 실시예를 혼용한 구조이다.

d 1 이 d 2 보다 작아 S 1 이 S 2 보다 작은 경우, n번째 데이터배선(315) 즉, 해당 화소영역의 데이터배선(315)의 

소스전극(330)을 연장 형성해 S 1 을 증가시켜 기생용 량을 증가시키고, n+1번째 데이터배선(415), 즉 인접 화소영

역의 데이터배선(415)과 오버랩되는 화소전극(320)은 테이퍼 형상으로 패터닝 해 S 2 를 줄여 기생용량을 감소시켜 

두 기생용량의 크기를 일치시킨다. 상기 돌출구조를 사용하게 되면 종래에 비해 n번째 데이터배선(315), 즉 해당 화

소영역의 데이터배선(315)에서 F 부분만큼 오버랩된 면적이 증가하고, n+1번째 데이터배선(415), 즉 인접 화소영역

의 데이터배선(415)에서 F' 부분만큼 오버랩된 면적이 증가하게 된다. 제 4 실시예의 경우 제 1 실시예에 비하여 해당

화소영역으로 돌출되는 부분의 면적을 줄일 수 있다. 제 4 실시예의 경우에도 S 1 ' = S 2 '의 관계가 성립한다.
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상술한 모든 실시예는 데이터배선(315, 415)과 화소전극(320) 사이에 형성된 절연막의 유전율, 두께는 고정된 상태

에서 오버랩된 부분의 면적 S 1 과 S 2 만을 변화시킴으로써 기생용량을 동일하게 하고 있다.

상기 실시예들을 혼용하여 실시하면 화소 좌우의 기생용량을 더욱 탄력있게 조정하여 화소 양측의 기생용량을 같게 

할 수 있다.

상기한 설명에 많은 사항이 구체적으로 기재되어 있으나 그들은 발명의 범위를 한정하는 것이 아니라 바람직한 실시

예로서 해석되어야 한다. 따라서 발명의 범위는 설명된 실시예에 의하여 정할 것이 아니고 특허청구범위와 특허청구

범위에 균등한 것에 의하여 정하여져야 한다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 이루어진 본 발명에 의하면, 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 데이터배선이나 화소전극의 구조를 변경하여 화소 좌우측의 기생용량을 동일하게 함으로써 스위칭소자의 온/

오프시 발생하는 빛샘현상을 방지하여 화질을 개선할 수 있다.

둘째, 화소 좌우측의 데이터배선이나 화소전극의 구조를 변경함으로써 기생용량의 크기를 조절할 수 있다.

셋째, 종래의 공정수를 늘릴 필요없이 마스크의 변경만으로 본 발명의 구조를 형성할 수 있어 본 발명을 실시하기 위

한 추가 비용이 크지 않다. 즉, 데이터배선이나 화소전극을 형성할 때의 마스크 패턴의 변경만으로써 본 발명을 실시

할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
종횡으로 배열되어 복수개의 화소영역을 형성하는 게이트배선 및 데이터배선;

상기 게이트배선과 데이터배선의 교차점에 형성되는 복수개의 스위칭소자; 및

상기 화소영역에 형성되어 상기 스위칭소자에 접속되며, 해당 화소영역의 데이터배선과 인접 화소영역의 데이터배선

에 의해 발생되는 기생용량이 같도록 상기 데이터배선과 일부분 오버랩되는 화소전극을 포함하는 액정표시패널.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 해당 화소영역의 데이터배선의 일부가 해당 화소영역으로 돌출되어 상기 화소전극과 오버랩

되는 영역을 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 인접 화소영역의 데이터배선의 일부가 해당 화소영역으로 돌출되어 상기 화소전극과 오버랩

되는 영역을 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 화소전극과 상기 데이터배선이 오버랩되는 일부분이 테이퍼 형상인 것을 특징으로 하는 액정

표시패널.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 해당 화소영역의 데이터배선의 일부가 해당 화소영역으로 돌출되고, 상기 인접 화소영역의 데

이터배선과 오버랩되는 상기 화소전극의 일부분은 테이퍼 형상인 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 스위칭소자는,

상기 게이트배선이 연장되어 형성된 게이트전극;

상기 게이트전극 상부에 형성된 제 1 절연층;
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상기 제 1 절연층 상부에 형성되어 채널 영역을 형성하는 반도체층;

상기 반도체층 상부에 상기 데이터배선이 연장되어 형성된 소스전극;

상기 반도체층 상부에 상기 소스전극과 일정간격 이격되어 형성된 드레인전극;

상기 소스전극, 드레인전극 및 반도체층 상부에 형성된, 콘택홀을 구비한 제 2 절연층을 포함하고,

상기 화소전극은 상기 콘택홀을 통해 상기 드레인전극과 접촉되는 박막트랜지스터인 것을 특징으로 하는 액정표시패

널.

청구항 7.
제 6 항에 있어서, 상기 소스전극은,

상기 화소영역으로 연장 형성되어 상기 화소전극과 오버랩되는 영역을 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 8.
제 6 항에 있어서, 상기 화소전극은,

상기 소스전극 상부로 연장 형성되어 상기 소스전극과 오버랩되는 영역을 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시패

널.

청구항 9.
제 1 항에 있어서, 상기 게이트배선과 평행하게 화소영역을 가로질러 형성된 축적용량전극을 추가로 포함하고, 상기 

축적용량전극과 화소전극 사이에서 축적용량전극 상부로 데이터배선이 돌출된 것을 특징으로 하는 액정표시패널.
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专利名称(译) 液晶显示面板

公开(公告)号 KR1020040017923A 公开(公告)日 2004-03-02

申请号 KR1020020049859 申请日 2002-08-22

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 CHANG YOUNGYOUNG
장윤경
KIM WOONGKWON
김웅권

发明人 장윤경
김웅권

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/1362

代理人(译) PARK，JANG WON

其他公开文献 KR100675626B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：提供一种液晶显示面板，用于修改数据线或像素电极的结构，以
均衡像素右侧和左侧的寄生电容，从而防止在打开/关闭开关元件时漏
光。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/da21c738-1fc0-4789-832f-5228807b017c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/031884964/publication/KR20040017923A?q=KR20040017923A

